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handelsiiblicher Tragerstréifen I
(67) Ein integrierter Stiitzkondensator dient zur

Unterdriickung von Stérspannungsspitzen in

DIL-Schaltkreisen. Hauptanwendungsgebiet sind schnelle

digitale CMOS-Schaltkreise. Durch die Integration des

Stiitzkondensators kann eine Erhdhung der Packungsdichte

auf der Leiterplatte erreicht werden. Auf Grund der kurzen

und induktivitatsarmen Kontaktierung des Kondensators

verbessern sich technische Parameter wis Storstrahlung,

Storsicherheit, Flankeniibergénge und Verzdgerungszeiten

der Schaltkreise. Durch den Einsatz eines handelstblichen "

Chipkondensators auf unveréndertem Tragerstreifen bleibt -
der Mehraufwand beim Hersteller gering. Figur ‘N&\
E .
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Patentanspruch:

Integrierter Stiitzkondensator zur Vermeidung von Stérspannungen auf der Betrisbsspannung einer
elektronischen Schaltung, gekennzeichnet dadurch, daB ein als Chipkondensator ausgefiihrter
keramischer Kondensator auf dem Trégerstreifen eines DIL-Schaltkreises befestigt und derart
kontaktiert wird, daR Masse und Betriebsspannung des Schalt'reises kurz, niederohmig und
induktivitdtsarm mit den Anschliissen des Kondensators verbunden werden und der Kondensator
gemeinsam mit dem Schaltkreis mit einem Geh#use umschlossen wird.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiat der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen integrierten Stiitzkondensator, der in alle Schaltkreistypen im DIL-Gehause integriert werden kann,
in denen die Potentiale von Masse und Betriebsspannung auf zwei benachbarten Teilen des Trégerstreifens liegen oder gelegt
werden kénnen, .

Ausgenommen sind SO-DIL-Gehéuse auf Grund ihrer geringeren AbmaRe.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Integrierte Schaltkreise bendtigen Stitzkondensatoren zur Vermeidung von Stérspannungen durch Speisestromspitzen.
Besonders zwingend wird das bei digitalen Schaltkreisen in schnellen CMOS-Technologien auf Grund der groRen Cifferenz
zwischen Ruhestrom und Schaltstrom und deren Wechsel in sehr kuszer Zeit.

Stiitzkondensatoren wurden bisher als keramische Kondensatoren in der Nihe des Schaltkreises plaziert.

Nachteile entstehen dabei sowoh! durch den erhdhten Platzbedarf als auch durch die unvermeidlichen
Zuleitungsinduktivitaten,

Losungen, den Kondensator in einem Adapter unter dem Schaltkreis (US-PS 3880493) oder in der Ritze zwischen IC und
Leiterplatte (DE-OS 3323472) unterzubringen, fiihren zu Problemen beim Anwender, der vergréferte Bohrungen in der
Leiterplatte und eine Huckepackbestiickung mit vergroRerter Bauhéhe akzeptieren muf,

Deshalb gibt es mehrere bekannte technische Lésungen, den Kondensator in das IC-Gehause zu integrieren, z.B. nach

DE-OS 3207652, in der ein grofRer Stiitzkondensator den aufgesetzten Chip und das Leiternetz triigt, DE-OS 3230859, mit einer
zweischaligen Keramikumhiillung des IC, die den Kondensator trigt, oder nach DD-WP 250004, in der ein groBer Kondensator
unter dem Chip oder um das Chip herumi liegt oder unter- und oberhalb des Chips Kondensatorfolien untergebracht werden.
Alle diese bekannten technischen Losungen haben den gemeinsamen Nachteil, da grundiegende Verdnderungen am
Trigerstreifen oder am Gehduse vorgenommen werden mussen, die den IC-Produzenten zwingen wiirden, die gesamte
Verkappung der Bauelemente umzustellen und zusétzlich einen Folienkondensator zu produzieren. Zum Teil mufl sogar fir
jeden IC-Typ ein spezieller Kondensator und ein spezieller Tragerstreifen vorgesehen wercen. .

Dieser Aufwand wird nicht durch die Vorteile beim einfacheren Leiterplattenbestiicken aufgewogen und auch die elektrischen
Vorteile kdnnen den zusatzlichen Aufwand nicht rechtfertigen.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung:ist die Erh6hung des Gebrauchswertes elektronischer Gerate bei gleichzeitiger Senkung der
Herstellungskosten.

Das Wesen der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist die Realisierung von Schaltungen oder Leiterplatten mit erhhter Stérsicherheit, geringerer
Storstrahlung, erhéhter Packungsdichte mit DIL-Schaltkreisen.

Bei CMOS-Schaltkreisen soll zuséatzlich die Verzogerungszeit und die Flankeniibergangszeit verbessert werden, die wesentlich
von einer stabilen Betriebsspannung abhéngig sind.

Die Verbesserung dieser technischen Parameter soll mit geringem zusitzlichen Aufwand beim Hersteller verbunden sein.
ErfindungsgemaR wird die Aufgabe gel6st durch einen integrierten Stiitzkondensator zur Vermeidung von Stérspannungen auf
der Betriebsspannung einer elektronischen Schaltung.

Ein als Chipkondensator ausgefiihrter keramischer Kondensator wird auf dem Tragerstreifen eines DIL-Schaltkreises befestigt
und derart kontaktiert, dafl Masse und Betriebsspannung des Schaltkreises kurz, niederohmig und induktivitdtsarm mit den
Anschlissen des Kondensators verbunden werden und der Kondensator gemeinsam mit dem Schaltkreis mit einerr. Gehause
umschlossen wird.
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Ausfihrungsbeispiel

Nachstehend soll die erfinderische Lésung anhand einer zweckméRigen Realisierungsvariante ndher erlautert werden.

Der Chipkondensator 4 wird auf dem handelsiiblichen Tragerstreifen aufgebracht, und zwar auf dem verléngerten Massepin 3
und dem Quersteg 2. Die Befestigung kann z.B. mit leitfahigem Klabstof nder duch Létverbindung erfolgen.

Der Vortail der Klebevarbindung liegt darin, daR der Trigerstreifen nicht wie beim Loten vorbereitet werden muf.

Der Klebstof kann gemeinsam mit dem Klebstoff fiir das Chipbonden aufgebracht werden, so daB kein getrennter
technologischer Bearbeitungsschritt notwendig ist. Lediglich fiir das Aufsetzen des Chipkondensators ist ein zusétzlicher
Verfahrensschritt notwendig.

Die Kontaktierung der Betriebsspannung kann durch die Riickseite des Chips und/oder durch eine zusétzliche Kontaktierung
zwischen Quersteg 2 oder Chiptréger 1 sinarseits und Betriebsspanr ungspin 6 andererseits erfolgen.

Voiteilhaft sind weiterhin D2ppel- oder Mehrfachbondungen am Ma:se- und Betriebsspannungspin, um die
Zuleitungsinduktivitdten zu verringern.
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